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[  칭]

MOS형 체 치

[  간단한 ]

제1 는 본  제1실시 에  MOS형 체 치  조  나타내는 단 .

제2 는 제1 에 나타낸 MOS형 체 평 .

제3   제4 는 제1 에 나타낸 MOS형 체 치  경  평

본 내  공개 건 므로 전문 내  수록하  

(57) 청  

청 항 1 

a) 제1절연층, b)  제1절연층 에 형 되고 제1절연층 로       
 제1절연충에 연결하는 측  갖는 제1전 충, c)  제1절연충 뿐만 니라  제1 전층  
과 측  는 제2절연층,  d)  제3절연층  고   제1전 층  에 형 되

고 제1 전형  순물들  포함하는 제 1 ,  제 1전 층  측 에 형 되고  제 1 과 
 , 제 1 전형과는 다  제2 전형  순물  포함하는 제2 ,   제2절연층   제1

절연층  적집 는 곳에 형 되고,  제2 과 , 제 1 전형  순물  포함하는 제3
 갖는 체층  비하는 MOS형 체 치.

청 항 2 

제1항에 ,  제1절연층  형 되는 체 판   포함하는 MOS형 체 치.

청 항 3 

제1항에 ,  제1전 층  고농  순물들  포함하는 체 료  포함하는 MOS형 체
치.

청 항 4 

제1항에 ,  제1전 층  Al, Cu, Cr, Mo  W 에  적  하나  포함하는 MOS형 체
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치.

청 항 5 

제1항에 ,  제1전 층   실 드  포함하는 MOS형 체 치.

청 항 6 

제1항에 ,  제2절연층  화 실 콘  혹  화 실 콕  혹  그  복합  포함하는 MOS
형 체 치

청 항 7 

제1항에 ,  제1 전형  P 전형 고  제2 전형  N 전형  MOS형 체 치.

청 항 8 

제1항에 ,  제1 전형  N 전형 고  제2 전형  P 전형  MOS형 체 치. 

청 항 9 

제1항에 ,  체층   제1 ,  제2    제3  는 제3절연층과 주
로  체충   제2  는 곳에   제3절연층 에 형 된 제2전 층   포함하는 
MOS형 체 치.

청 항 10 

a) 제1절연충, b)  제1절연층 에 택적 로 형 되고, 각각   제1절연층 로   
과    제1절연층에 연결시키는 측  갖는 복수개  제1전 층들. c)  측 에 

접한  체1절연층 뿐만 니라  제1전 층들 각각  과 측  는 제2절연충,  d) 
 제2절연층  고, 각각  제 1전 층들에 당하는 개  층들로  제1절연층 에 형 되

, 각 층   제 1전 층  에 형 되고 제1 전형  순물들  포함하는 제 1 , 
 제 1전 층  에 형 되고 제1 전형  순물들  포함하는 제 1 ,  제 1전 층  측
에 형 되고  제 1 과 , 제1 전형과는 다  제2 전형  순물들  포함하는 제2
,   제2절연층   제1절연층  접 는 곳에 형 되고,  제2 과  제1 전

형  수물들  포함하는 제3  갖는 체층  비하는 MOS형 체 치.

청 항 11 

제10항에 ,  제1절연층  형 되는 체 판   포함하는 MOS형 체 치.

청 항 12 

제10항에 ,  제1전 층  고농  순물들  포함하는 체 료  포함하는 MOS형 
체 치.

청 항 13 

제10항에 ,  제1전 층  Al, Cu, Cr, Mo  W 에  적  하나  포함하는 MOS형 체 
치.

청 항 14 

제10항에 ,  제1전 층   실 드  포함하는 MOS형 체 치.

청 항 15 

제10항에 ,  제2절연층  화 실 콘  혹  화 실 콘  혹  그  복합  포함하는 
MOS형 체 치.

청 항 16 

제1항에 ,  제1 전형  P 전형 고  제2 전형  N 전형  MOS형 체 치. 

청 항 17 

제10항에 .  제1 전형  N 전형 고  제2 전형  P 전형  MOS형 체 치.

청 항 18 

제10항에 ,  체층   제1 ,  제2    제3  는 제3절연층과 주
로  체층   제2  는 곳에   제3절연층 에 형 된 제2전 층   포함하는 
MOS형 체 치.

청 항 19 

제10항에 ,  체층   제1  N 전형층 고,  제2  P 전형층 , 그 고 
 제3  N 전형층  제1 체 역과,  제1  P 전형층 고.  제2  N 전형

층 , 그 고  제3  P 전형층  제2 체 역  포함하는 MOS형 체 치.
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청 항 20 

제18항에 ,  제1전 층들  택된 것들  전 적 로 연결하거나  체층   제3
들  택된 것들  전 적 로 연결하  한 연결수단   포함하는 MOS형 체 치.

청 항 21 

a) 절연층, b)  제1절연층 에 형 되고 제1절연층 로        
제1절연층에 연결하는 측  갖는 전 층. c)  제1절연층 뿐만 니라  전 층  과 측

 는 제2절연층,  d)  제3절연층  고   전 층  에 형 되고 제1 전형
 순물들  포함하는 제1 ,  전 층  측 에 형 고  제1 과 ,  제1

전형과는 다  제2 전형  순물  포함하는 제2 ,   제2절연층   제1절연층  적집 
 는 곳에 치되 , 제2 과 , 제1 전형  순물들  포함하는 제3  갖는 체

층  비하는 MOS형 체 치.

청 항 22 

a) 제1절연층, b)  제1절연층 에 형 되고  제1절연층 로      
 제1절연층에 연결하는 측  갖는 전 층, C)  제1절연층 뿐만 니라  전 층  과 

측  는 제2절연층.  d)  제2절연층  고   전 층  에 형 되고 고농
로 제1 전형  순물들  포함하는 제1 ,  전 층  측 에 형 되고  제1 과 

,  제1  보다 낮  농 로  제1 전형과는 다  제3 전형  순물들  포함하는 제2
,   제2절연층   제1절연층  접 는 곳에  치되고.  제2 과 ,  

제2  보다 높  농 로 제1 전형  순물들  포함하는 제3  갖는 체층  비하는 MOS 
형 체 치.

청 항 23 

제22항에 ,  체층   제 1   제3  농  같  농 로 순물들  포
함하는 MOS형 체 치.

청 항 24 

a) 제1절연층, b)  제1절연층 에 형 된 전 층, c)  전 층  는 제2절연층,  d)  
제2절연층 에 형 된 체층  비하는 MOS형 체 치.

청 항 25 

a) 제1절연층, b)  제1절연층 에 택적 로 형 된 복수개  전 층들, c)  전 층  는 
제2절연층,  d)  전 층들  는  제2절연층 에 형 된 복수개  체층들  비하는 
MOS형 체 치.

※ 참고 항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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